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(57) Abstract: The invention relates to an opto- 
electronic component comprising a semiconductor 
chip (1), which is mounted on a flexible chip sup- 
port (6). Strip conductors (3, 5) for electrically con- 
necting the semiconductor chip (1) are configured 
on a first primary surface of said support and the lat- 
ter also accommodates a housing frame (7), which 
is filled with a radiation-permeable medium, in par- 
ticular a filler compound. The invention also relates 
to a display device, an illumination or backlighting 
device and to a method for producing components 
according to the invention. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft 
ein optoelektronisches Bauelement mit einem 



Halbleiterchip (1), der auf einem flexiblen Chiptrager (6) montiert ist, bei dem auf einer ersten Hauptflache Leiterbahnen (3, 5) 
zum elektrischen AnschlieBen des Halbleiterchips (1) ausgebildet sind, und auf dem ein Gehauserahmen (7) angeordnet ist, der mit 
einem strahlungsdurchlassigen Medium, insbesondere mit einer Fullmasse gefullt ist. Ferner sind eine Anzeigevorrichtung , eine 
Belcuchtungs- oder Hinterleuchtungsvorrichtung und cin Verfahrcn zum Herstcllen crfindungsgcmaBer Bauclemente angcgeben. 
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OPTOELEKTRONI S CHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG, MODUL 
UND VORRI CHTUNG MIT EINEN SOLCHEN MODUL 

Beschreibung 

Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zu dessen Her- 
stellung, Modul mifc einer Mehrzahl von optoelektronischen 
Bauelementen und Vorrichtung mit einem solchen Modul 

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement mit 
einem Halbleiterchip, insbesondere ein oberf lachenmontierba- 
res optoelekronisches Bauelement fur die Montage in Leiter- 
plattendurchbruchen. Sie betrifft weiterhin ein Verfahren zum 
Herstellen einer Mehrzahl von solchen optoelektronischen 
Bauelementen, ein Modul mit einer Mehrzahl von solchen opto- 
elektronischen Bauelementen, und eine Anzeigevorrichtung so- 
wie eine Beleuchtungs- oder Hinterleuchtungsvorrichtung. mit 
einem solchen Modul . 

Optoelektronische Bauelemente wie Leuchtdiodenbauelemente 
werden typischerweise in sogenannten Radialbauf ormen, die in 
Durchsteckmontage auf Leiterplatten befestigt werden, oder in 
oberf lachenmontierbaren Bauf ormen angeboten. Man vergleiche 
dazu beispielsweise F. Mollmer, G. Waitl, SIEMENS SMT-TOPLED 
fur die Oberf lachenmontage, Siemens Components 29 (1991) Heft 
4, Seiten 147 bis 149. Beide Bauformtypen lassen sich nur mit 
erheblichem technischen Auf wand in Leiterplatten-Ausnehmungen 
oder -Durchbruchen anordnen. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht insbesondere 
darin, eine Bauform fur ein optoelektronisches Bauelement zu 
entwickeln, das eine geringe Bauhohe ermoglicht, sich insbe- 
sondere auf einfache Weise in Leiterplatten-Ausnehmungen oder 
-Durchbruchen positionieren laSt . 

Diese Aufgabe wird durch ein optoelektronisches Bauelement 
mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelost. In Anspruch 
6 ist ein bevorzugtes Modul mit einer Mehrzahl von erfin- 
dungsgemaSen optoelektronischen Bauelementen angegeben. Eine 
bevorzugte optische Anzeigevorrichtung mit einem solchen Mo- 
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dul und eine Beleuchtungs- oder Hinterleuchtungsvorrichtung 
mit einem solchen Modul ist Gegenstand des Patentanspruches 9 
beziehungsweise 10. Ein bevorzugtes Verfahren zum Herstellen 
einer Mehrzahl von erf indungsgemafien Bauelementen ist Gegen- 
5 stand des Patentanspruches 13 . 

Durch die Ausbildung der Leiterbahnen auf dem flexiblen Chip- 
trager wird der flexible Chiptrager selbst ein Element des 
Bauelements, das vorzugsweise gleichzeitig zur Verpackung des 
10 Bauelements herangezogen werden kann. 

Vorzugsweise werden derartige Bauelemente in einer Bestiik- 
kungsmaschine nicht von einem flexiblen Trager, beispiels- 
weise einem Verpackungsgurt , abgehoben, sondern der flexible 
15 Chiptrager wird entsprechend der Auf tei lung des flexiblen 

Chiptragers in Bauelemente durchtrennt und die so gewonnenen 
Bauelemente auf eine Leiterplatte gesetzt. Separate Verpak- 
kungsgurte sind bei einer erf indungsgemafeen Bauform vorteil- 
hafterweise nicht erf orderlich. 

20 

Bei einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist der flexible Chip- 
trager eine Kunststof f -Folie . Dadurch ergeben sich besonders 
flache Bauelemente. 

2 5 Bei einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist der Halbleiterchip 

ein Leuchtdiodenchip, der im Zentrum eines auf dem flexiblen 
Chiptrager ausgebildeten Gehauserahmens angeordnet ist. Da- 
durch ergeben sich Lichtquellen geringer Bauhohe , die sich 
insbesondere fur Leiterbahndurchb ruche in Mobil funkgerat en 

3 0 zum Beispiel zur Hinterleuchtung einer Tastatur oder eines 

Displays eignen . 

Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausf uhrungsf or men der in den 
Anspruchen 1, 6, 9, 10 und 13 genannten Gegenstande sind in 
35 den auf diese Anspriiche unmittelbar oder mittelbar zuruckbe- 
zogenen abhangigen Anspruchen angegeben. 
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Weitere vorteilhaffce Ausgestaltungen und Vorteile der Erfin- 
dung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit den 
Figuren 1 bis 6 beschriebenen Ausf uhrungsbeispielen. Es zei- 
gen: 

5 

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Aufsicht auf 
ein Leuchtdiodenbauelement gemaS der Erfindung; 

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Querschnittsan- 
10 sicht des Leuchtdiodenbauelement s von Figur 1; 

Figur 3 eine schematische Darstellung einer Aufsicht auf 
ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel eines Leucht- 
diodenbauelements gemafc der Erfindung; 

15 

Figur 4 eine schematische . Darstellung einer Querschnittsan- 
sicht des Leuchtdiodenbauelements von Figur 3; 

Figur 5 eine schematische Schnittansicht eines Moduls mit 

2 0 einer Mehrzahl von erf indungsgemaEen Bauelementen; 

und 

Figur 6 eine schematische Schnittansicht einer Flussigkri- 
stallanzeige mit einer Hinterleuchtungsvorrichtung 
25 mit einer Mehrzahl von erf indungsgemafien Bauelemen- 

ten. 

In den verschiedenen Ausf uhrungsbeispielen sind gleiche oder 
gleichwirkende Bestandteile jeweils mit denselben Bezugszei- 

3 0 chen versehen. 

Das in den Figuren 1 und 2 dargestellte Bauelement ist bei- 
spielsweise ein Leuchtdiodenbauelement und weist einen strah- 
lungsemittierenden Halbleiterchip 1 auf, der eine strahlungs- 
35 emittierende aktive Schicht 2 enthalt . Mit seiner Unterseite 
ist der Halbleiterchip 1 mit einer ersten Kontaktschicht 3 
elektrisch leitend verbunden. Die Oberseite des Halbleiter- 
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chips 1 ist tiber einen Bonddraht 4 an eine zweite Kontakt- 
schicht 5 angeschlossen. Die erste Kontaktschicht 3 und die 
zweite Kontaktschicht 5 sind beispielsweise aus Metallf olien 
hergestellt, die auf eine flexible Chiptragerf olie 6 auflami- 
5 niert sind. 

Bei einem alternativen Halbleiterchip, der beide elektrischen 
AnschluiSf lachen auf der Oberseite aufweist, sind beide An- 
schlufif lachen beispielsweise mittels Bonddrahten mit den Kon- 
10 taktschichten 3 und 5 verbunden. Der Halbleiterchip kann 

hierbei ebenfalls auf einer der Kontaktf lachen 3 und 5 oder 
zwischen den beiden Kontaktf lachen 3 und 5 befestigt sein. 

Der Halbleiterchip 1 befindet sich in\ Zentrum eines ringfor- 
15 migen Ref lektorrahmens 7 mit trichterartig ausgebildeter In- 
nenseite 8, die vorzugsweise ref lektierend ausgebildet ist. 
Dadurch ist der Ref lektorrahmen 7 in der Lage, eine vom Halb- 
leiterchip 1 zur Seite emittierte Strahlung zu einer Ab- 
strahlrichtung 9 hin umzulenken. 

20 

Der von dem Ref lektorrahmen 7 umschlossene Innenraum ist mit 
einer transparenten Fullmasse 10 gefiillt, in die Leuchtstof f - 
pigmente eingebettet sein konnen, welche zumindest einen Teil 
der vom Halbleiterchip 1 ausgesandten Strahlung absorbieren 
25 und Strahlung anderer Wellenlange als die absorbierte Strah- 
lung reemittieren. 

In den Figuren 3 und 4 ist ein abgewandeltes Ausfiihrungsbei- 
spiel des in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 beschriebenen 

30 Leuchtdiodenbauelements dargestellt. Bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel ist der Halbleiterchip 1 auf eine Seitenflache ge~ 
kippt an der ersten Kontaktschicht 3 und der zweiten Kontakt- 
schicht 5 befestigt. In diesem Fall steht die aktive Schicht 
2 in einem rechten Winkel zu der Chiptragerf olie 6. Diese An- 

35 ordnung weist den Vorteil auf, da£ keine Bonddrahte notig 

sind, urn den Halbleiterchip 1 an den Kontaktschicht en zu be- 
festigen. Ein Nachteil ist allerdings, daS eine Seite der ak- 
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tiven Schicht 2 von der Chiptragerf olie 6 abgedeckt ist . Fer- 
ner sind die Oberseite und die Unterseite des Halbleiterchips 
1 wenigstens teilweise mit Material bedeckt, das zur Befesti- 
gung des Halbleiterchips 1 an der ersten Kontaktschicht 3 und 
5 der zweiten Kontaktschicht 5 verwendet wird. Im Vergleich zu 
dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausf uhrungsbei spiel 
ist daher bei der Leuchtdiode gemaS den Figuren 3 und 4 die 
Lichtausbeute geringer. 

10 Als Material fur die Chiptragerf olie 6 kommen vor allem tem- 
peraturfeste und metal li si erbare Kunststof f -Folien in Frage. 
Beispielsweise kann die Chiptragerf olie 6 eine auf Epoxidharz 
basierende Chiptragerf olie sein oder aus Polyimid Oder einem 
Polyester, zum Beispiel aus Poly-Ethylen-Naphthalat gefertigt 

15 sein, Als Werkstoff fur den Ref lektorrahmen 7 eignen sich 

insbesondere temperaturstabile und optisch ref lektierende Ma- 
terialien wie Poly- Phthal amid (PPA) , Liquid Cristal Polymer 
(LCP) sowie Poly-Ether-Ether-Keton (PEEK) . , Daneben kommen 
auch weitere Thermoplaste in Frage, sofern sie nur tempera - 

2 0 turstabil und optisch ref lektierend sind. Derartige Ther- 

moplaste konnen durch eingebettete Pigmente, wie beispiels- 
weise Ti0 2/ eine sehr hohe Ref lektivitat aufweisen. 

Die Materialien sind so gewahlt, dalS der Ref lektorrahmen 7 
25 auf der Chiptragerf olie 6 haf tet . Urn die Festigkeit der Ver- 
bindung zwischen Ref lektorrahmen 7 und Chiptragerf olie 6 zu 
verbessern, kann in der Chiptragerf olie 6 mindestens ein 
Durchbruch oder eine Ausnehmung vorgesehen sein, in die ein 
Haltezapfen 11 des Ref lektorrahmens 7 eingreift. 

30 

Als Material fur die Fullmasse 10 kann eines der fur die Her- 
stellung on optoelektronischen Halbleiterbauelementen ubli- 
chen Reaktionsharze verwendet werden, wie beispielsweise 
Epoxidharz, Silikonharz oder acrylatahnliche Verbindungen in 

3 5 Frage . 
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Als Leuchtstoff eignet sich beispielsweise ein Pigment auf 
der Basis von Cer-dotiertem Yttrium-Aluminium- Granat 
(YAG:Ce) , wie beispielsweise (Yi- x - y Gd x Tb y ) 3 A1 5 0 12 :Ce, mit 
0<x<l, 0<y<l und x+y<l . 

5 

Zusatzlich zum Leuchtstoff kann sich in der Fullmasse 10 auch 
noch ein Dif fusormaterial wie Titandioxid, Bariumoxid, Zirko- 
niumdioxid oder Dialuminiumtrioxid befinden. Dieses Dif fusor- 
material tragt vorteilhaf terweise zu einem homogeneren Er- 
10 scheinungsbild der Lichtabstrahlung bei . Soil keine Strah- 

lungskonversion erfolgen, sondern nur eine Streuung der aus- 
gesandten Strahlung, so kann dazu in der Fullmasse 10 nur 
Dif fusormaterial und kein Leuchtsoff enthalten sein. 

15 Zur Herstellung der Leuchtdioden wird vorzugsweise zunachst 
auf ein Chiptragerf olienband eine Metallfolie auflaminiert 
und anschliefeend mit einer Photolackschicht beschichtet. Die 
Photolackschicht wird belichtet und anschliefiend werden die 
Photolackschicht und die Metallfolie durch ein an sich be- 

20 kanntes Atzverfahren strukturiert , so dass eine Vielzahl von 
Kontaktschichtpaaren 3 und 5 entsteht. Daraufhin werden die 
Reste der Photolackschicht entfernt und Ref lektorrahmen 7 auf 
das Chiptragerf olienband beispielsweise mittels Spritzpressen 
oder SpritzgieSen auf gebracht . Zur Verankerung der Reflektor- 

25 rahmen 7 an der Chiptragerf olie 6 sind in dieser Durchbriiche 
ausgebildet, in die Zapfen 11 der Ref lektorrahmen 7 eingrei- 
fen konnen. 

Alternativ zum SpritzgieSen oder Spritzpressen des Reflektor- 
3 0 rahmens ist ein einf aches Aufstecken und/oder Verkleben von 
vorgef ertigten Ref lektorrahmen 7 auf die Chiptragerf olie 6 
denkbar . 

Nachfolgend erfolgt das Aufsetzen jeweils des Halbleiterchips 
35 1 auf das Chiptragerf olienband . Nach dem jeweiligen Bonden 

des Halbleiterchips 1 und dem Herstellen der Drahtverbindung 
4 zwischen dem Oberseitenkontakt des Chips 1 und der Kontakt- 
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schicht 5 wird der Innenraum des zugehorigen Ref lektorrahmens 
7 mit der Fullmasse 10 gefiillt. Die Chiptragerf olie 6 wird 
anschliefiend gefaltet oder aufgerollt, so da£ eine handhab- 
bare Verpackungseinheit fur die Leuchtdioden entsteht. 

5 

Alternativ zur oben erlauterten Vorgehensweise kann der je- 
weilige Ref lektorrahmen 7 erst nach der Montage des zugehori- 
gen Halbleiterchips 1 auf der Chiptragerf olie 6 aufgebracht 
werden . 

10 

Bei den in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Ausf uhrungsbei- 
spielen ist die Chiptragerf olie 6 bandformig ausgebildet, wo- 
bei die Halbleiterchips 1 auf der Chiptragerf olie 6 aufge- 
reiht sind. Zusatzlich dazu kann die Chiptragerf olie 6 auch 
15 so breit gewahlt werden, daS mehrere Reihen von Leuchtdioden- 
chips nebeneinander Platz finden. 

AuSerdem ist es rnoglich, mehrere Halbleiterchips 1 innerhalb 
eines einzigen Reflektors 7 anzuordnen und auf diese Weise 

2 0 unter anderem Leuchtdiodenbauelemente zu erhalten, die in 

verschiedenen Farben leuchten oder die mischf arbiges Licht 
aussenden. 

Ferner ist es bei der erf indungsgemaSen Bauform auf einfache 
25 Weise moglich, auch die Ruckseite der Chiptragerf olie 6 ins- 
besondere ganzflachig mit einer Metallisierungsschicht oder 
Metallisierungsstruktur zu versehen, die zur Abschirmung von 
Storwellen bei Hochf requenzanwendungen dienen. 

30 Die hi er beschriebenen Bauformen zeichneri sich durch einen 

vergleichesweise geringen Platzbedarf aus und durch die Mog- 
lichkeit der nahezu vollstandigen Versenkung in einem Leiter- 
plattendurchbruch. Die flexible Chiptragerf olie 6 kann zudem 
ohne Schwierigkeiten an verschiedene raumliche Gegebenheiten 

3 5 angepafit werden. Da ferner die Chiptragerf olie 6 im allgemein 

dunn ausgebildet ist, weisen die Leuchtdioden im allgemein 
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eine geringe Bauhohe auf . Es ergeben sich daher besonders 
flache Bauelemente . 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Chiptragerf olie 6 und der 
Ref lektorrahmen 7 aus Materialien hergestellt werden konnen, 
die gleiche oder zumindest sehr ahnliche thermische Ausdeh- 
nungskoef f izienten aufweisen. Dadurch wird die Zuverlassig- 
keit der Leuchtdioden bei Temperaturzyklen sehr hoch. 

Schliefelich ist noch von Vorteil, daS die mittels der Chip- 
tragerfolie 6 hergestellten Leuchtdiodenbauelemente zum Ver- 
packen und zum Transport keines besonderen zusatzlichen Ver- 
packungsgurtes mehr bediirfen. Die elastische Chiptragerf olie 
kann vorteilhaf terweise die Rolle eines Verpackungsgurtes, 
wie er in der Leadf rame-Technik notwendig ist, vollstandig 
libernehmen. 

Das Chiptragerf olienband wird vorzugweise erst kurz vor der 
Montage der Bauelemente in die gewunschten einzelnen Bauele- 
mente oder Bauelementgruppen, bestehend aus einer Mehrzahl 
von Bauelementen durchtrennt . 

Falls derart hergestellte Leuchtdiodenbauelemente fur eine 
Tastaturhinterleuchtung beispielsweise eines Mobilf unkgerats 
verwendet werden sollen, kann die Chiptragerf olie an der Mon- 
tagelinie fur die Mobilf unkgerat zerteilt werden und die vor- 
gesehenen Gruppen von Leuchtdioden gemeinsam in das Mobil - 
f unkgerat eingesetzt werden. Zweckmafiigerweise sind bei einer 
derart igen Anwendung bereits die zur Ansteuerung der Leucht- 
diodenchips erf orderlichen Schaltkreise auf der Chiptragerf o- 
lie 6 ausgebildet . 

Das Verfahren wurde oben anhand von Leuchtdioden erlautert. 
Es ist jedoch moglich auch andere Halbleiterchips auf die be- 
schriebene Art und Weise zu verpacken und handhabbar zu ma- 
chen. 
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In Figur 5 ist ein Modul mit einer Mehrzahl von erf indungsge- 
maSen Bauelementen gezeigt . In einem Tragerelement 19 , bei- 
spielsweise einer Platine, ist eine Mehrzahl von Durchbriichen 
20 gebildet. Weiterhin weist das Tragerelement 19 eine Ab- 
5 strahlungsseite 21 auf. 

Auf der der Abstrahlungsseite 21 gegenuberliegenden Seite des 
Tragerelements 19 ist eine Mehrzahl erf indungsgemaEer strah- 
lungsemittierender Bauelemente befestigt # wobei jeweils ein 
10 Gehauserahmen 7 eines strahlungsemittierenden Bauelements in 
einen der Durchbruche 2 0 hineinragt und die Abstrahlungsrich- 
tung 24 durch die Durchbruche 2 0 hindurch verlauf t 

Der jeweilige Chiptrager 6 liegt mit seinen elektrischen Lei- 
IB terbahnen 3 und 5 des Bauelements auf der der Abstrahlungs- 
seite 21 gegenuberliegenden Oberflache des Tragerelements 19 
auf. Zur Befestigung der Bauelemente konnen Klebeverbindungen 
oder Lotverbindungen dienen. Auf Grund des vorzugsweise eben 
ausgebildeten Chiptragers 6, ist der Platzbedarf horizontal 
2 0 und vertikal deutlich geringer als bei Bauelementen nach dem 
Stand der Technik. Insbesondere ermoglicht die Erfindung eine 
zumindest teilweise versenkte Montage der Bauelemente. 

Auf Grund des flexibel ausgebildeten Chiptragers 6 ist das 
25 Bauelement ausreichend flexibel, urn Verspannungen und Verfor- 
mungen elastisch oder gegebenenf alls plastisch abzufangen, 
ohne da£ schadliche Verspannungen auf das Gehause oder einen 
darin befindlichen strahlungsemittierenden Chip ubertragen 
werden. Diese Montageanordnung ist insbesondere fur dicht ge- 
30 packte flache Anzeigemodule geeignet . 

Vorzugsweise ist der Trager oder zumindest die abstrahlungs- 
seitige Oberflache strahlungsabsorbierend, beispielsweise ge- 
schwarzt ausgefuhrt, so daS der Kontrast der einzelnen strah- 
35 lungsemittierenden Bauelemente gegenuber der Umgebung erhoht 
wird. Dies ist insbesondere bei Anordnungen vorteilhaft, die 
als Anzeigevorrichtung vorgesehen sind. 



WO 02/17405 PCT/DE01/03197 



10 

In Figur 6 ist eine weitere Anordnung erf indungsgemafier Bau- 
elemente gezeigt. Im Unterschied zur vorangehend beschriebe- 
nen Anordnung ist die in Figur 6 gezeigte Anordnung insbeson- 
dere als Hintergrundbeleuchtung, beispielsweise fur eine 
5 Flussigkristallanzeige, geeignet . 

Auf einem Trager 19 sind wie im vorigen Ausf uhrungsbei spiel 
, erf indungsgemafie strahlungsemittierende Bauelemente versenkt 
montiert. Abstrahlungsseitig ist dem Trager bzw. den Bauele- 

10 menten eine Streuplatte 22 nachgeordnet . Weiterhin ist der 
Trager 19 oder zumindest die abstrahlungsseitige Oberflache 
des Tragers 19 vorzugsweise gleichmafiig diffus ref lektierend, 
beispielsweise weifi ausgef \ihrt . Dadurch wird eine weitgehend 
homogene Hinterleuchtung in auEerst flacher Bauweise ermog- 

15 licht. Der Streuplatte nachgeordnet ist beispielsweise eine 
zu beleuchtende Fliissigkristall-Anzeige (LCD) 23. 

Der Trager 19 kann sowohl, wie oben beschrieben, starr als 
auch flexibel, zum Beispiel in Form einer Kunststoff- oder 
20 Keramikfolie ausbildet sein, so dass ein Hinterleuchtungs- 

oder Anzeigemodul auf einfache Weise verschiedeneri Formen an- 
gepafit und vorteilhaf terweise sogar an sich verandernde Fla- 
chen montiert werden kann. 

25 Die Erlauterung der Erfindung an Hand der gezeigten Ausfiih- 
rungsbeispiele ist selbstverstandlich nicht als Beschrankung 
der Erfindung hierauf zu verstehen. Beispielsweise kann der 
Chip unmittelbar auf einer Chipmontagef lache des Chiptragers 
montiert, zum Beispiel geklebt, sein und der Chip ausschlieft- 

30 lich mittels Drahtverbindungen mit den Leiterbahnen elek- 

trisch verbunden sein. Der Chip kann ebenso auf einem separa- 
ten thermischen AnschluB montiert sein, der in den Chiptrager 
eingebettet ist, und wiederum mittels Dratverbindungen elek- 
trisch an die Leiterbahnen angeschlossen sein. All diese Aus- 

3 5 fuhrungs formen verlassen den Grundgedanken der vorliegenden 
Erfindung nicht. 
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Patentanspriiche 

1. Optoelektronisches Bauelement mit einem Halbleiterchip 
(1) , der auf einem flexiblen Chiptrager (6) montiert ist, 
bei dem auf einer ersten Hauptflache Leiterbahnen (3, 5) 
zum elektrischen AnschlieSen des Halbleiterchips (1) aus- 
gebildet sind, und auf dem ein Gehauserahmen (7) angeord- 
net ist, der mit einem strahlungsdurchlassigem Medium, 
insbesondere mit einer Fullmasse gefiillt ist. 

2. Bauelement nach nach Anspruch 1, 

bei dem der Halbleiterchip ein Leuchtdiodenchip (1) ist. 

3- Bauelement nach Anspruch 2, 

bei dem die Innenflache des Gehauserahmens (7) als Reflek- 
tor ausgebildet ist, der eine von dem Halbleiterchip (1) 
seitlich abgestrahlte elektromagnetische Strahlung zu ei- 
ner Abstrahlrichtung (9) hin umlenkt und/oder eine von au- 
Serhalb des Bauelements auf tref f ende , vom Halbleiterchip 
(1) zu empfangende elektromagnetische Strahlung zu diesem 
hin umlenkt . 

4. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 

bei dem auf einer der ersten Hauptflache gegemiberliegen- 
den zweiten Hauptflache des Chiptragers (6) eine Abschir- 
mungsschicht zur Abschirmung von Storwellen ausgebildet 
ist . 

5. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 

bei dem die Fullmasse einen Leuchtstoff material und/oder 
Dif f usormaterial enthalt . 

6. Modul mit einer Mehrzahl von Bauelementen nach Anspruch 2 
oder 3 oder nach Anspruch 4 oder 5, jeweils unter direktem 
oder indirektem Riickbezug auf Anspruch 2 oder 3, bei dem 
ein Tragerelement (19) mit einer Mehrzahl von Durchbruchen 
(20) vorgesehen ist und die Bauelemente jeweils mit dem 
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Chiptrager (6) einer Bauelementseite des Tragerelements 
(19) befestigt sind, derart, dass der Gehauserahmen (7) 
jeweils in einen der Durchbruche (2 0) ragt oder diesen 
durchragt . 

5 

7. Modul nach Anspruch 6, bei dem das Tragerelement (19) fle- 
xibel ausgebildet ist. 

8. Modul nach Anspruch 6 oder 7, bei der auf dem Trager (19) 
10 elektrische Leitungsstrukturen zum elektrischen Anschlie- 

Sen der Bauelemente ausgebildet sind. 

9. Optische Anzeigevorrichtung mit einem Modul nach einem der 
Anspriiche 6 bis 8, bei dem eine abstrahlungsseitige Ober- 

15 flache des Tragerelements (19) strahlungsabsorbierend, 

insbesondere geschwarzt, ist. 

10. Beleuchtungs- oder Hinterleuchtungsvorrichtung mit einem 
Modul nach einem der Anspriiche 6 bis 8, bei dem eine ab- 

2 0 strahlungsseitige Oberflache des Tragerelements (19) dif- 

fus ref lektierend, insbesondere wei£, ist. 

11. Beleuchtungs- oder Hinterleuchtungsvorrichtung nach An- 
spruch 10, bei dem dem Tragerelement (19) abstrahlungssei- 

25 tig eine Streuplatte (22) nachgeordnet ist. 

12. Flussigkristallanzeige, bei dem auf einer von einer 
Betrachtungsseite abgewandten Seite eine Vorrichtung gemafi 
Anspruch 10 oder 11 angeordnet ist. 

30 

13. Verfahren zum Herstellen und Verpacken einer Mehrzahl von 
Bauelementen nach einem der Anspriiche 1 bis 5 mit folgen- 
den Verf ahrensschritten: 

a) Bereitstellen eines Chiptragerf olienbandes ; 
35 b) Herstellen einer Mehrzahl von Leiterbahnpaaren (3,5) 

fur jeweils einen Halbleiterchip (1) auf dem Chiptragerf o- 
lienband; 
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c) Ausbilden jeweils eines Gehauserahmens (7) an jeder 
Stelle des Chiptragerf olienbandes, an der ein Halbleiter- 
chip (1) oder eine Halbleiterchipanordnung eines einzelnen 
Bauelements vorgesehen ist, insbesondere mittels Spritz- 
gieSen oder Spritzpressen; 

d) Montieren einer Mehrzahl von Halbleiterchips (1) auf 
das Chiptragerf olienband; und 

e) zumindest teilweises Fullen der von den Gehauserahmen 
(7) gebildeten Strahlungsf enster mit Fiillmasse (10) . 

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem das Chiptragerf o- 
lienband mit den montierten und verkapselten Halbleiter- 
chips zu einer Verpackungseinheit mit einer Mehrzahl von 
oberf lachenmontierbaren Bauelementen aufgerollt wird. 
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